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/RESUME: Cette étude est une modélisation numérique des phénomeénes Intervenant lors de déposition par des procédés HWCVD. NOlB
intéressons a 1'étude d'un meélange gazeux CH,/H, lors de déposition dans les procédés HWCVD, Nous avons utilisé les équations de conservation de
I’énergie, de la quantité du mouvement, de la continuité et de la diffusion pour le calcul de la température et la vitesse et les concentrations ,a deux
dimensions X et z en coordonnés cartésiennes. Pour la résolution de ces équations un programme en langage FORTRAN est en cours de réalisation
avec 1’application de la Méthode des Volumes Finis (MVF) et la méthode itérative de Gauss-Seidel.

QAOTS-CLES: déposition , HWCVD, équation de la chaleur, Modéle fluide, convection. /
C D Ebut )

1. INTRODUCTION =

% Les procédés HWCVD (Hot Wire CVD) sont des procédés CVD est une o e

¢légante technique de dépot a basse pression pour déposer des couches _ 1

minces[1]. Sur Les procédés HWCVD utilisent des sources i

thermiques(filaments chauds) qui chauffent le mélange (fluide gazeux) Calcnl de T par G.S itérative

Introduit dans le réacteur. *

BRilethode matricaelle AT7T=—F

Calocod TT{E § onr i—F 5 imaax

“* Principe du HWCVD : La décomposition du gaz par le filament Caten] de 17 b 5 Strmtie
(tungsténe)T, et le substrat en regard n’atteint alors qu’une température Correction de debit
assez faible. Le type du gaz Introdult dans le réacteur est CH,/H, et e
utilisation trois filaments chauds du tungstene.
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2. MODELE MATHEMATIQUE ET NUMERIQUE
» Pour la résolution de la distribution de la température, nous proposons la Teijmy et UCLi) e €0 (i
résolution de 1'équation de la chaleur a deux dimensions. Il
o - - -::'_______ = LoD _;:-

> I_\Ious allons utlllser_ le modc¢le f,IU|de [2] pour calcluler Ifas vitesses du Figure 2: Schéma générale de caleul de la température
fluide et les concentrations des molécules et radicaux d'un melange CH,/H, Et la vitesse.
a travers les ¢quations sulvantes. 3 RESULTAS

. . . A - »Nous avons calcul¢ la distribution des températures et la vitesse en fonction

. '¢ | —+ V- (Iv)= AV .
1.Equation de conservation de I'énergie [4] > +V - (I¥) ,{( T) du des positions.
—=— T(x=0.229m )

- . . . ., 850 — —® T(x=0.269m)

2. Equation de continuité et conservation de la quantit¢ de mouvement % T6cos0m)
. - — 700—: /vzv o~ ﬂ
[5]:] div{pu)=0 p(u-grad)u-pAu=-grad P ~1 [k 7
3. Equation de la diffusion [6] : Vgrad c.=1).:V c.+ K. jjj:: 'vv‘ Pl ;‘
Wl e N
»>Les neeuds du maillage considérée (Figure 1) : T e T
A .. [max, jmax Figure 3 : Profil de la température en fonction des positions Z pour

-..--.--- différentes valeurs de_ 75@20-11%)
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» Figure 4 : Profil de la vitesse en fonction des positions Zpour
JINNIENEEENE. différentes valeurs de X
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